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Balkan Physics Letters, cilt.15, sa.1, ss.151056, 2009 (Hakemli Dergi)IX. Frequency and Temperature Dependent Interface States and Series Resistance of Au CdTe SchottkyFrequency and Temperature Dependent Interface States and Series Resistance of Au CdTe SchottkyDiodesDiodesMAMMADOV T. S., KANBUR ÇAVUŞ H., ŞAFAK ASAR Y., ALTINDAL Ş., ACAR S., AKHMEDZADE N. D.Azerbaijan Journal of Physics, Fizika, cilt.13, sa.4, ss.219-223, 2007 (Hakemli Dergi)
Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan YayınlarHakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan YayınlarI. Polimer ara yüzeyli yapılar  ve aygıt özelliklerininbelirlenmesiPolimer ara yüzeyli yapılar  ve aygıt özelliklerininbelirlenmesiŞAFAK ASAR Y.25. Yoğun Madde Fiziği ankara Toplantısı YMF25, Türkiye, 20 Aralık 2019II. A compare study on the electrical characteristics o f Al/p-Si (MS) and Al/TiO2/p-Si (MIS) structuresA compare study on the electrical characteristics o f Al/p-Si (MS) and Al/TiO2/p-Si (MIS) structuresboth in dark and under illuminationboth in dark and under illuminationZerdali B., ŞAFAK ASAR Y., ORAK İ.5th Internatıonal conference on materials science and advanced-nanotechnologies for next generation(MSNG2018), 4 - 06 Ekim 2018III. On the anomalous peak in the capacitance-voltage characteristics o f Au/TiO2/n-Si (MIS) structuresOn the anomalous peak in the capacitance-voltage characteristics o f Au/TiO2/n-Si (MIS) structuresat the depletion and accumulation regionat the depletion and accumulation regionŞAFAK ASAR Y., Erkul Y. A., Zerdali B., ORAK İ.5th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2018), 4 - 06Ekim 2018IV. The Investigation of Photoconducting Properties o f Au TiO2 n Si The Investigation of Photoconducting Properties o f Au TiO2 n Si MIS MIS Type Photodiode by UsingType Photodiode by UsingCurrent Voltage Characteristics at Room TemperatureCurrent Voltage Characteristics at Room TemperatureŞAFAK ASAR Y., ALTINDAL Ş.International Physics Conference at the Anatolian Peak, 25 - 27 Şubat 2016V. The Investigation of Photocapacitor Properties o f Au TiO2 n Si The Investigation of Photocapacitor Properties o f Au TiO2 n Si MIS MIS Type Photodiode by UsingType Photodiode by UsingImpedance Measurements at Room TemperatureImpedance Measurements at Room TemperatureŞAFAK ASAR Y., ALTINDAL Ş.International Physics Conference at the Anatolian Peak, 25 - 27 Şubat 2016VI. The investigation of photocapacitor properties o f Au TiO2 n Si The investigation of photocapacitor properties o f Au TiO2 n Si MIS MIS type photodiode bu usingtype photodiode bu usingimpedance measurements at room temperatureimpedance measurements at room temperatureŞAFAK ASAR Y., ALTINDAL Ş.International Physics Conference at the Anatolian Peak, 25 - 27 Şubat 2016VII. The investigation of photoconducting properties o f Au TiO2 n Si The investigation of photoconducting properties o f Au TiO2 n Si MIS MIS type photodiode by usingtype photodiode by usingcurent voltage characteristics at room temperaturecurent voltage characteristics at room temperatureŞAFAK ASAR Y., ALTINDAL Ş.International Physics Conference at the Anatolian Peak, 25 - 27 Şubat 2016VIII. ALD Tekniği ile o luşturulan Au/TiO2/n-Si diyotların elektriksel ve foto-iletim özelliklerinin odaALD Tekniği ile o luşturulan Au/TiO2/n-Si diyotların elektriksel ve foto-iletim özelliklerinin odasıcaklığında incelenmesisıcaklığında incelenmesiŞAFAK ASAR Y., ALTINDAL Ş.21. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Türkiye, 25 Aralık 2015IX. AuZn AuZn TiO2 p GaAs 110 TiO2 p GaAs 110 Schottky Bariyer Diyotlarda Dielektrik ve Empedans SpektroskopisiSchottky Bariyer Diyotlarda Dielektrik ve Empedans SpektroskopisiŞAFAK ASAR Y., ASAR T., ÖZÇELİK S., ALTINDAL Ş.20. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara, Türkiye, 26 Aralık 2014, ss.79X. Au/TiO2/n-Si Diyotlarda aydınlatma şiddetinin doğru ve ters beslem C-V ve G/� -V karakteristiklerAu/TiO2/n-Si Diyotlarda aydınlatma şiddetinin doğru ve ters beslem C-V ve G/� -V karakteristiklerüzerine etkisinin incelenmesiüzerine etkisinin incelenmesiALTINDAL Ş., ŞAFAK ASAR Y., ORAK İ.21. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Türkiye, 25 Aralık 2015XI. The energy density distribution of interface states in AuZn TiO2 p GaAs 110 The energy density distribution of interface states in AuZn TiO2 p GaAs 110 MIS schottky barrierMIS schottky barrierdiodes using admittance spectroscopydiodes using admittance spectroscopy



ŞAFAK ASAR Y., ALTINDAL Ş.Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kogresi, 21 - 24 Temmuz 2014XII. The frequency dependence properties o f The frequency dependence properties o f tan tan M M and M and M in the wide frequency range in AuZn TiO2 pin the wide frequency range in AuZn TiO2 pGaAs 110 GaAs 110 schottky barrier  diodesschottky barrier  diodesŞAFAK ASAR Y., ALTINDAL Ş.Türk Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, 21 - 24 Temmuz 2014XIII. The evaluation of Surface States The evaluation of Surface States Barrier Height and Series Resistance in Au CdTe Schottky BarrierBarrier Height and Series Resistance in Au CdTe Schottky BarrierDiodes Diodes SBDs SBDs at Moderate Temperaturesat Moderate TemperaturesŞAFAK ASAR Y., ALTINDAL Ş., MEMMEDLİ T., KANBUR ÇAVUŞ H.Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 6 - 09 Eylül 2011XIV. On the Energy Density Distribution Profile o f surface States in Al pentacene p GaSa HeterojuctionOn the Energy Density Distribution Profile o f surface States in Al pentacene p GaSa HeterojuctionDiodesDiodesŞAFAK ASAR Y., YAKUPHANOĞLU F., ALTINDAL Ş.Mini-Workshop on Surface Science for Inauguration of the Turskish Surface Science Society, Türkiye, 23 Mayıs2011XV. The determination of frequency and applied bias voltage of electrical and dielectric properties o f AlThe determination of frequency and applied bias voltage of electrical and dielectric properties o f AlSiO2 p SiO2 p Si Si MOS MOS structuresstructuresALTINDAL Ş., ŞAFAK ASAR Y., SÖNMEZ Z., KAYA A.Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, 14 - 17 Eylül 2010XVI. The determination of energy density distribution profile o f interface states in Al SiO2 p Si The determination of energy density distribution profile o f interface states in Al SiO2 p Si MOSMOSstructuresstructuresŞAFAK ASAR Y., ALTINDAL Ş., Sönmez Z., KAYA A.Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, 14 - 17 Eylül 2010XVII. Au SrTiO3 n Si Yapısındaki Derin Seviyelerin Tavlamaya Bağlı DLTS Metodu ile KarakterizasyonuAu SrTiO3 n Si Yapısındaki Derin Seviyelerin Tavlamaya Bağlı DLTS Metodu ile KarakterizasyonuAYDEMİR U., TAŞÇIOĞLU İ., ASAR T., ŞAFAK Y., ALTINDAL Ş., MAMMADOV T. S., ÖZÇELİK S.16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara, Türkiye, 06 Kasım 2009, ss.92XVIII. Temperature dependent profile o f the surface states and series resistance in Temperature dependent profile o f the surface states and series resistance in Ni Au Ni Au AlGaN AlN GaNAlGaN AlN GaNheterostructuresheterostructuresTAŞÇIOĞLU İ., Aydemir U., ŞAFAK ASAR Y., ÖZBAY E.13th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis, 18 - 23 Ekim 2009XIX. The profile o f frequency and bias voltage dependent series resistance and the interface states in The profile o f frequency and bias voltage dependent series resistance and the interface states in NiNiAu Au AlGaN AlN GaN heterostructuresAlGaN AlN GaN heterostructuresŞAFAK ASAR Y., ÖZÇELİK S., USLU H., ÖZBAY E.13th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis, Türkiye, 18 - 23 Ekim 2009XX. The effect o f insulator layer thickness on the main electrical parameters in The effect o f insulator layer thickness on the main electrical parameters in Ni Au Ni Au AlxGa1 xN AlN GaNAlxGa1 xN AlN GaNheterostructuresheterostructuresALTINDAL Ş., ŞAFAK ASAR Y., TAŞÇIOĞLU İ., ÖZBAY E.13th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis, 18 - 23 Ekim 2009XXI. Deep level transient spectroscopy of Au SrTiO3 n Si structuresDeep level transient spectroscopy of Au SrTiO3 n Si structuresAYDEMİR U., ŞAFAK ASAR Y., ALTINDAL Ş.Türk Fizik Derneği 26. Uluslar arası Fizik Kongresi, 24-27 Eylül 2009, 24 - 27 Eylül 2009XXII. Frequency Dependent Electrical Characteristics o f Frequency Dependent Electrical Characteristics o f Ni Au Ni Au AlGaN AlN GaN HeterostructuresAlGaN AlN GaN HeterostructuresTAŞÇIOĞLU İ., USLU H., ŞAFAK ASAR Y., TATAROĞLU A., ÖZBAY E.7th BPU General Conference, Alexandroupolis, Greece, 9-13 Sept 2009., Yunanistan, 9 - 13 Eylül 2009XXIII. The effects o f frequency and illumination intensity on the main electrical characteristics o f Al TiWThe effects o f frequency and illumination intensity on the main electrical characteristics o f Al TiWPd2Si n Si structures at room temperaturePd2Si n Si structures at room temperatureUSLU H., ŞAFAK ASAR Y., TAŞÇIOĞLU İ., AFANDİYEVA İ. M.7th BPU General Conference, Alexandroupolis, Greece, 9-13 Sept 2009., Yunanistan, 9 - 13 Eylül 2009XXIV. Ni Au Ni Au AlGaN AlN GaN Çoklu Yapıların Ara Yüzey Durum Yoğunluğu ProfiliAlGaN AlN GaN Çoklu Yapıların Ara Yüzey Durum Yoğunluğu ProfiliŞAFAK ASAR Y., USLU H., TAŞÇIOĞLU İ., ÖZBAY E.Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi, Türkiye, 15
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